Soluciones a los EJERCICIOS: T9

1.- Sabiendo que el voltaje de fuente del MOSFET del circuito de la
figura es Vs = -3V y que se encuentra en la region de saturacion,
calcular:
a) El valor de Rs.
b) El valor minimo que debe tener la fuente Vpp.
Datos: K, =800 pA/V?, V=17V
Vss=-5V,Rg=36kQ, Rp=5kQ

Solucion: a) Rg=2958.6 2
b) VDD =168V

2.- Encontrar el valor necesario de la resistencia Rp para que el
MOSFET pase de la regioén de saturacion a la de no saturacion, siendo |
= 400 pA. Calcular también las diferencias de potencial entre los

terminales del transistor, Vps y Vgs, en ese caso.
Datos:  K,=0.5mA/V?, V=08V
VDD =45 V, Vss =5V

Solucion: Rp =14.5 kQ, Vps = 1.28V, Vg5 =2.07V
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3.- En el circuito anterior, calcular los valores de Vps y Vgs cuando Rp = 10 kQ.

Datos: VDD =45 V, Vss =5V

Solucion: Vps=4.0V,Vgs=3.0V



4.- Disenar el circuito de autopolarizacion de la figura, de
que Ip=3.5mA, Vps =6V, y R | R, = 60 kQ.
Datos:  Ky=4mA/V’, V=2V
VDD= IOV,VGG=5V

Solucion: Rp=1.14 kQ, R; =72.1 kQ, R, =358 kQ

5.- Identificar la funcidon logica que realiza el circuito
siguiente, calculando Vg en los casos:
a) Vi=V,=0.
b) V]ZSV,VZZOV.
c) Vi=V,=5V.
Datos: K,=0.2 mA/Vz, V=08V
VDDZSV,RD:301(Q

Solucion: Funciéon NOR
a) Vo=5V
by  Vo=0.195V
C) Vo=0.049V

6.- Sabiendo que los transistores de la figura tienen por parametros

los valores:
Vi=1Vy uCox =36 nA/V?,

disefiar la proporcion ancho-largo (W/L, o factor de forma) requerida
en cada transistor de manera que Ip=0.5mA, V;=2Vy V,=5V.

Datos: Vpp =10 V; K;; = uyCoxW /L

Solucion: (W/L); =1.11, (W/L), = 6.94 y (W/L); =20
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